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Introduction

m |dée de base

L’électron, en plus de sa
charge, possede une
autre propriete
intrinseque: le spin.

Comment celut ci peut |
étre mis a profit en
électronique?
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Influence du spin sur la mobilitée
électronique: exemple du Co
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Influence du spin sur la mobilitée

électronique
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Interaction d'echange

m Principe de Pauli: 2 fermions ne peuvent
étre dans le méme etat quantique
(orbital+spin)

1 « interaction répulsive »

1| «interaction attractive »



Magnétorésistance

m Effet GMR et valve a spin
m Jonction tunnel magnétique

m Mémoire vive MRAM



" S
Effet GMR (Giant
MagnetoResistance)
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Valve a spin (VS
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Figure 8. GMR sensor basics


http://www.research.ibm.com/research/demos/gmr/index.html
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Valve a spin (VS)

m 1997: 0,15 Gb/cm”2
2005: 13 Gb/cm”2 . ——
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Figure 10. Magnetic head evolution




Jonction tunnel magnetique
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Meémoire vive

m DRAM (dynamic random access memory)
Compacite

m SRAM (static random access memory)
Vitesse

m Méemoire Flash
Non-volatilité



Meémoire vive

| Flash

Read Speed Fast Medium Medium Medium Fast
Write Speed Fast Medium Slow Medium Fast
Array Efficiency High High Med/Low Medium High
Future Scalability Good Limited Limited Limited Good
Cell Density Low High Medium Medium Med/High
Non-volatility No No Yes Yes Yes
Endurance Infinite Infinite Limited Limited Infinite
Cell Leakage Low/High High Low Low Low
Low Voltage Yes Limited Limited Limited Yes
Complexity Low Medium Medium Medium Medium
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MRAM
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Courant de spin

m Spin pumping

m [ransfert de spin: filtre
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Spin pumping
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Transfert de spin: filtre
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Spintronique et semiconducteur

m Intégration: utiliser toutes les techniques
de I'électronique actuelle

m Intérét pour des fonctions e€lectroniques de
bases
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Source de décohérence

m Echange de spin électron-trou
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Transistor a spin

m Courant en spin dans
le canal -> résistance
assez élevee

m [emps de parcours
du canal plus faible
que le temps de
cohérence ->
résistance faible
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Conclusion
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Influence du spin sur la mobilitée
électronique
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Courant de spin: spin pumping
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